AD 149

GERMANIUM - PNP - NF - LEISTUNGSTRANSISTOR

——max262— mex b
Mechanische Daten: ' . :

Gehiinse: Metall, JEDEGC T0-3,
3 42 DIN 41 8BT2

Der Kollektor izt mit dem
Gehduse leitend verbunden.
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Filr isclierten Einbau E (
kénnen Glimmerscheibe E T
(Typ P) und Isolier-
buchsen {Typ C) gelie- !
fert werden.
=
MaBangaben in mm. "'_T
— max.3.4
Eurzdaten:
Kollektor-Sperrapannung -Ugp ¢ = max. 50 ¥
Kollektor-Emitter-Sperrapannung -Upg ¢ = max. 30V
Kollektorstrom -Ip = max. 3,5 A
Gesamtverlustleistung bei 9 = 60 °C Pioy = mex. 20 W
Sperrschichttemperatur 8y = max., 100 °C
Gleichstromverstlirkung
bei UCB = 0, -IC = ] A B = 301..100
bei UCB = 0’ "'IC = 3 A B = 20..'85
Trangit-Frequenz
bei -UCE = 2 V, -Ic = 0,5 A fT = 500 kHz
Grenzfrequenz {Emitterschaltung)
bei -Upg =2V, -Ipo = 0,5 A fq = 10 kHz
Transistorpaar:
Das Verhdltnis der Gleichstromverstdrkungen B beider Transistoren
bei -IC = 0,3 A sowie bei —IC =3 A ist 1,1,
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Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei Ip = C: -Upop g = max. 50 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Iz = 0: -Ugg ¢ = max. 30 V 1)
bei +UBE = 2 V: —UCE v = max. 50 Y 1)
Emitter-Sperrspannung bei Iy = 0: -Upg o = max. 20 v
Eollektorstrom: ~Ip = max. 3,5 A
Basisstrom: -Ip = max. 0,6 A
Gesamtverlustleistung: P,,4 = max. 27,5 W
Sperrachichttemperatur: ¢ = max. 100 °C 2)
Lagerungstemperatur: 8g = min. =65 °C
8g = max. 100 °C
Wirmewjderstand:
WHrmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehHuseboden: By} ¢ s 2,0 grd/W
W¥rmewiderstand zwischen Geh#useboden und Kilhiblech
bei nicht iselierter Montage: Rin G/K s 0,5 grd/W
bei Montage mit Glimmerscheibe P: Bin G/K s 1,0 grd/w
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1) siehe auch Grenzkurven "erlaubter Arbeitsbereich” und -Usp g = £ (RB)

b
“) Kurzzeitige Uberschreitungen bis 4y = max. 110%C, jedoch nicht als Betriehs-
wert, sind zugelassen.
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Kennwerte: (hei %j; = 25 e¢)

EKollektor-Heststron
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bf-'l —'UcB =t F‘U V, IE = O. —Icﬂ 0 = 8 m.A
initter~Reststrom ¢

hei -UEB = 20 V, IC = 0: -:-IEB 0 = 3 mA
Kollektor-Emitter-Restapannung ‘ |
bei -Ip = 3 A: ~Uep sat 2 0,7 Vo)
Basisstrom

hei UCB = 0‘, IE =1 A: "IB = i0...32 LA

bei Ucg = 0, Ig = 3 A: -Iyg = 38..4140 md,
Verhltnis der Weclhselstromverstiirkungen
bEi'—I% -7 Amu:'d ;IIC =40531 A’ Vi L= g as (2 0,2)

ei — = ' = : i i = (0,306 (& 0,2
bat L v, (-1:=0,14)

Transit-Frequenz N

bei =Upp = 2 V, - = 0,5 A: £ = 500 (£ 300) kHz
Grenzfrequenz (Emitterschal tung)

bei ~Upp = 2 V, -Ig = 0,5 A: £, - 10 (2 7)) kHz
Rickwirkungsimpedanz

bei ~Ueg = 5 V, I = 1 mi, f = 450 kHz: |z_12b| = 30 Q
KollektorkapazitHt

bei «Upg = 6 V, I = 0, f = 450 kHz: Ce = 220 pF
Emitterkapazitlt

bei ~Uyg = 5 ¥V, I = 0, f = 450 kHz: C. = 140 pF
1) filr die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinien~

punkt -I. = 3,3 A, —Upp = 1 V geht
5.65
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10 —— ] unterer Streuwert der Kollektor-Emitter-Spannung -Urg 17T
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4 - Im Bereich 7,< 0 sind alle Basisbedin-
-7 gungen zugelassen, sofern kein Grenz-
c wert Uberschritten wird.
(A) Der Bereich Ig>0 ist fir gesperrte
Transistoren zugelassen, siehe auch

Diagramm -Usg =F {Rg).
3 Wahrend des Ausschaltens darf die
L minimale Durchbruchskennlinie

(fur + tge = 2V) Uberschritien werden,
sotern die vom Transistor aufge-
nommene Energie < S5SmWs_ist.
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